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The photonic crystal waveguide (PhC-WG) is also attractive for laser lasing, because very small 
group velocity of near the Brillouin zone (BZ) edge should enhance interactions between the 
radiation field and matter. In this work, we present we observe laser action in InAs-quantum-dots 










にすることで、1.3m 帯への波長変換を試みた。研究の第一段階として W1 型 GaAs 
PhC-WGs に 1.55μm帯の波長で光励起し、PhC-WGs 中に埋め込まれた InAs による 1.3μm
帯の発光の観測を行った。 
 試料は GaAs 三角格子 2 次元フォトニック結晶に線欠陥を導入した試料長 500 μm の
エアブリッジ型 W1 PhC-WGs である(格子定数：321 nm、空孔径：240 nm、コア厚：250 














Fig 1. (a) Emission spectrum of InAs-QD embedded 
GaAs PhC-WG. (b) A plot of the peak intensity of the 
1290 nm line as a function of pump power. 
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